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SIMS에 의한 InP 내 Zn 도핑 원소 확산 깊이
측정가이드
Diffusion depth measurement guide - Measurement of Zn diffusion
depth in InP by Secondary ion mass spectrometry

서 문
이 측정가이드는 InP 소재 내에 도핑된 Zn의 확산 깊이에 대해 이차이온질량분석법(SIMS)을
이용한 측정 방법을 제공한다. 이차이온질량분석법은 생성된 일차이온을 시료에 조사하고 시
료 표면에서 방출되는 이차이온의 질량을 분석함으로써 구성 성분 원소의 종류, 정량 및 깊이
분포를 분석하는 방법으로 미량 도핑 원소의 정량분석 및 깊이분포도 분석에 적합하다.

개 요
Avalanche Photodiode (APD)는 광통신에 사용되는 소자로 일반적인 PIN-PD에 비해 수신감
도가 우수하기 때문에 훨씬 멀리 전송할 수 있어 경제적인 광전송시스템을 구성할 수 있다.
APD의 성능은 증폭층의 폭에 의해 크게 좌우되는데 증폭층 폭을 좁게 하고 높은 전기장을
인가하는 구조가 필요하다. 그러므로 약간만 잘못 설계하거나 공정을 하게 되면 터널링에 의
한 누설전류가 크게 발생할 수 있으며 또한 edge breakdown 현상이 발생하게 된다.
InP/InGaAs APD에서는 열처리를 통해 InP 내에 도핑원소인 Zn을 확산시켜 증폭층 폭을 조
절하므로 Zn의 확산 깊이를 정확하고 재현성 있게 제어하여 통신용 APD의 경우 통상적으로
목표 확산깊이의 1.5% 이내의 정밀 제어가 필요하다. 이런 이유로 본 가이드라인에서는 InP
내에 도핑된 Zn의 확산깊이를 신뢰성 있게 측정하는 방법을 확립하고자 한다.

1. 적용범위
대상기술은 APD 소자의 불균일 도핑 확산에서 기인한 수율저하 문제를 해결하기 위한 분석기
술로 InP 기판에 도핑된 Zn의 확산깊이를 측정하는 기술이다. 이 방법은 Zn가 1x1014
atom/cm3 이상의 농도로 도핑된 InP 기판에 대하여 적용한다. 이차이온질량분석법을 이용한
깊이분포도 분석을 통해 정확한 확산 깊이와 농도분포를 분석하여야 하는데, 분석 깊이는
KSDISO/TR-15969에 따라 정하고 도핑 농도의 분포는 KSDISO-14237의 규정을 따른다.

2. 인용표준
ISO-17025, GENERAL REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE OF TESTING AND
CALIBRATION LABORATORIES.
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